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W. JAKUBICKI, J. KATCKI: Techniki i materiaty stosowane w budowie ogniw stonecznych

Opisano mozliwosci wykorzystania, nowe techniki oraz tendencje rozwojowe w wytwarzaniu
ogniw stonecznych. Dokonano przegladu i podano charakterystyki znanych materiatow stosowa-
nych w ich budowie.

H.TOMASZEWSKI: Wegiel szklisty — nowa postac wegla do zastosowan przemystowych

Karbonizacja wielkoczasteczkowych polimerow organicznych w scisle kontrolowanych warun
kach prowadzi do otrzymania niegrafitycznego wegla, ktory ze wzgledu na wysoki potysk | musz-
lowaty przetom jest nazywany , weglem szklistym''. W artykule opisano metody wytwarzania,
strukture, wtasciwosci i potencjalne zastosowania tej postaci wegla.

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, A. GRUDZIENSKI, J. TOMASZEWSKI: Epitaksja odwrotna
w technologii otrzymywania krzemowych przyrzadow potprzewodnikowych

Przedstawiono metode otrzymywania wysokodomieszkowanych krzemowych warstw epitaksjal-
nych o grubosci okoto 100 ym. Omowiono parametry warstw i podtoza. Warstwy stosowane sa
w przyrzadach poiprzewodnikowych opartych na strukturze PIN.

J.W.BARAN, J. KEDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ZMIJA: Zaleznosé statycznej przenikalnosci elek-
trycznej od kata miedzy kierunkiem uporzadkowania nematyka a wektorem natezenia pola elek-
trycznego

Wprowadzono wzory wiazace przenikalnosc elektryczng uporzadkowanego nematyka z momen-
tem dipolowym molekut, jego kierunkiem, polaryzowalnoscia molekut, jej anizotropia, parame
trem uporzadkowania oraz katem miedzy kierunkiem pola mierzacego a kierunkiem uporzadko-
wania nematyka. Uzyskane wzory sa uogolnieniem wynikow W. Maierai G. Meierals). Stanowig
one podstawe do doktadnego wyznaczania parametrow molekularnych i analizy wptywu $cianek
kuwety pomiarowe;.

Z. CYBULSKI, W. SIENICKI: Badania nad synteza i wlasciwosciami TIW,Se,

Zsyntezowano nowy zwiazek chemiczny TIW,Se, w postaci heksagonalnych krysztatow wykazu-
" Jacych wiasciwosci potprzewodnikowe typu ,,p”".
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B. AKYBUUKMUW E. KOHTUKW,: TexHuKn n matepuasnmbl, NpuMeHAEMbIe ANA N3rOTOBMNEHUA COJIHeN-
Hbix Batapen

lMpeacTaBneHb BO3MOXHOCTY UCNONb30OBAHWA, XOBbIE TEXHUKWN ¥ TEHAEHUMWA PA3BUTUA NPU U3rOo-
TOBMEHNN cONHevHblx BaTapen. [laH 0630p u ykasaHbl xapakTEpPUCTUKKN ANA MaTepvuanos npv-
MEHAEMbIX NPU M3TOTOBNEHWUW CONMHEYHbIX BaTapewn.

X. TOMALLEBCKW: CreknoBnAaHbIA yronb-HOBbIN BUA YINA ANA NCNONb3OBAHWA B NPOMbILINEH-
HOCTW

KapboHn3auma BbICOKOMOSEKYNAPHbLIX OPraHWYecknx NONMMEPOB MNPV KOHTPONTMPOBAHHbIX
YyCIIOBMAAX NO3BONAETL NOMNy4aTh HErPaUTUYHBIA Yroflb, KOTOPbIA U3-3a CBOETO BbICOKOTo 6ne-
CKa W pakoBWUCTOrO M3J510Ma, Ha3bIBAIOT ,,CTEKNOBUAHBIM yrnem''. B cTatbe onucaHbl MeToAbI NONY-
YEHWA, CTPYKTypa, CBOWCTBA U NOTEHUMOHAaNbHOE NPUMEHEHWE 3TOrO BUAA yrnAa.

E. HOCCAXEBCKA-OPJTOBCKA, A. TPYA3EHbCKW, A. TOMALWWEBCKW: Ob6paTtHan anutakcua
B TEXHOMOTr NN N3rOTOBJIEHWA KPEMHMEBDLIX NONYNPOBOAHUKOBLIX Npnbopos

[peacraBneH meToa NONMyYEHUA CUIbHONETMPOBAHHBIX KPEMHUEBBIX 3NUTAKCUANbHbIX CIOEB
ToNwuHon okono 100 mkm. OnucaHbl NnapaMeTpsl NOMyYEHHbIX cNoeB u noasiokku. Cnow npu-
MPHAIOTCA ATA U3rOTOBIIEHUA KPEMHUEBBLIX NPUbopoB co cTpykTypoi PIN.

A. BAPAH, A. KEHO3EPCKW, 3. PAWEBCKW, 10. XXMINA: 3aBUCUMOCTb CTaTU4YECKOW INeKTpuue-
CKOW NPOHWUAEMOCTI OT yrna meXxay HanpasJsieHueM yNnopAAOHEHUA HEMATNKA U BEKTOPOM Ha-
NPAXKEHNA 3MEeKTPUYECKOro Nona

BeiBeagHb bOpMynbl, CBA3LIBAIOWWE AWMBNEKTPUYELKY K NPOHULAEMOCTb YNOPAAOYEHHOIO HE-
MaTM4ecKoro KpucTanna co cneayrownmn BENNYNHAMW: HANPABIIEHUEM W BENMUYUHOW ANNONb-
HOTO MOMEHTA MONEKYI, X NONAPU3YEMOCTbIO U E€ aHU3OTPONUEN, CTEMEHBIO HEMATUYECKOTO
NOPAAKE W YINOM MEeXAY HanpaBNeHNEM U3MePUTENbHOIO 3NEKTPUYECKOro NOMA U Hanpasne-
HWEM YyNopAAoYeHNA HemaTuka. MNonydeHHble dopmynbl — 310 0606weHue pesynbtatos B. Ma-
nepaun . Matiepa [5] OHun aBnATCA 6a3MCOM TOYHOTO ONPEAENEHUA MONEKYAPHBIX Napanie-
TPOB U @aHaNM3a BIMAHUA CTEH U3MEPUTENLHON AYENKMN.

3. UbIBYNbCKW, B. CEHULIKM: WccneaoBaHna Haa CUHTEIOM U CBOUCTBAMM TIW,Se,

CUHTE3NPOBAHO HOBOE XUMUYECKOE COBANHEHMNE TIW,Se, B BUAE rekcaroHarnbHbix KpUCTanmnos,
OTAINYAIoWNXCA NONYNPOBOAHWKOBbLIMU 0cOBEHHOCTAMK Tuna ,.p’".
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W. JAKUBICKI, J. KATCKI: Techniques and materials used in production of solar cells

The possibilities of utilization -of solar cells in solar-energy conversion, new techniques and the
development of methods of photovoltaic devices fabrication are reviewed. The list and characte-
ristics of materials used in terrestrial solar energy conversion are presented.

H TOMASZEWSKI: Vitreous carbon — a new form of carbon for industrial applications

The carbonisation of certain cross-linked polymers under carefully controlled conditions yields
a non-graphitising carbon which on account of its high lustre and conchoidal fracture, has been
called ,vitreous carbon’’. In this article, the preparation, structure, properties and some new ap-
plications this form of carbon is described.

E. NOSSARZEWSKA-ORtOWSKA, A. GRUDZIENSKI, J. TOMASZEWSKI: Reversed epitaxy in the
silicon devices technology

The method of obtaining high doped silicon epitaxial layers with the thickness about 100 «m is
presented. The layers and substrates parameters are discussed. The layers are usedin the silicon
devices with PIN structure.

J. W.BARAN. J. KEDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ZMIJA: Dependence of static permittivity on the
angle between the direction of nematic and the vector of electric field

The formulae relating the electric permittivitivity components to the molecular dipole moment
and its direction, mean polarizability and its anisotropy, order parameter and the angle between
measuring electric field and the namatics director has been derved. Obtained formulae are the
W. Maier and G. Meier generalized results [.]. The formulae enable to determine the molecular
parameters more exactly and to analyze the influence of surfaces limitting the nematic layer.

Z. CYBULSKI, W. SIENICKI: Investigations of synthesis and properties of TIW,Se,

Hexagonal TIW,Se, crystals, showing semiconduktor properties (,,p’”’ type) were prepared.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu utatwienia prac redakcyjnych zwiazanych z przygotowaniem materiatu do druku redak-

cja prosi Autorow o przestrzeganie podanych nizej wskazowek:

1

10.

11

12.

13.

. Objetosci artykutow w zasadzie nie powinny przekracza¢ 10-15 stron maszynopisu.
2.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronniez inter-
linia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duza czcionka. Na arkuszu nie po-
winno byc wiecej niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

Na marginesie nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktorych powinny by¢ umieszczone rysunki i ta-
bele.
Wszystkie tabele i zestawienia (unikac zbyt duzych) nalezy wykonywaé osobno (nie w maszy-

nopisie catego artykutu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 4 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone do nich krotkie stresz-

czenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim {rowniez w 4 egzemplarzach).

. Artykuty powinny w zasadzie byc podzielone logicznie na czesci, a w czesci koncowej winny

by¢ sformutowane wnioski. Tytutow rozdziatow nie nalezy podkreslaé. W miare moznosci
unikac podziatu artykutu na oddzielnie zatytutowane czesci.

. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zataczone od-

dzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajace teksty napisow pod rysunkami
nalezy sporzadzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow), w 4 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny byc ostre i wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym.

Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie — otowkiem. Numeracja na-
lezy obja¢ rysunki i fotografie tacznie (nie stosowac oddzielnej numeracji dla rysunkow i od-
dzielnej dla fotografii).

. Po zakonczeniu artykutu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora

i pierwsze litery imion, petny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu,
miejsce wydaniai rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byc¢ nume-
rowane, w tekscie powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]
Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosc we wzo-
rach itp. powinny by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy, Miedzynarodowy
Uktad Miar {Sl) oraz innymi obowiazujacymi przepisami.

Maszynopis powinien byc bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Poprawek na stronie nie powinno byc¢ wiecej niz 5.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbed-
nych skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
rownoznaczny z oswiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druko-
wania w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagranicznym.

Autorzy proszeni sa o doktadne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego po-
rozumiewania sie i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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